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(1) C8-BTBT 塗布型単結晶トランジスタの低電圧駆動化 
近年合成された C8-BTBT などの可溶性有機半導体分子は，高い溶解度に加えて，深い HOMO 準位をもち大気安定性に
優れる特徴を持つ．このような溶液プロセスに適した分子を用いて，溶液法で単結晶薄膜を形成する試みが本論文に
先立って報告されており，実際に 5 cm2/Vs を超える高移動度を有する有機単結晶トランジスタが報告されていたが，
その OFET の大きな閾値電圧ゆえ論理回路への応用が難しかった．分子の深い HOMO 準位は酸化を防ぎ大気中でのプ
ロセス性を高める意味では優れた分子設計であるが，同時に有機半導体へのホールの注入障壁を高める．現に，塗布
型 C8-BTBT 単結晶トランジスタの駆動には，50 V 程度という駆動電圧が必要であった． 
本論文では，分子の大気安定性と半導体へのホール注入の容易さという，一見すると二律背反な要求を両立させ
るため，簡便な溶液法によるドーピングにより閾値電圧の低減を試みた．アクセプター性分子である F4-TCNQ の溶液
に C8-BTBT 単結晶薄膜を浸漬する簡便な手法で，C8-BTBT 薄膜へホールドープを行った結果，有機半導体へのダメー




安定な有機半導体材料を用いた OFET の閾値電圧を低減し，論理回路実装に適した TFT 特性へ改善する，非常に有効
な手法であるといえる． 







面において，低トラップ密度の良好な半導体-絶縁体界面の形成が可能となったことで，電子移動度は 1.3 cm2/Vs に達





































         氏  名  （      添 田  淳 史      ）  
最終試験担当者 
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